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【はじめに】Ge は Si と比較して十分に高い電子・正孔

の移動度を持ち、新しい半導体材料として期待されてい

る[1]。一方で微細化の観点で、界面の急峻性や低抵抗か

らMetal Schottky S/Dが期待されている。しかし、Geは

フェルミレベルが価電子帯付近にピニングされ p-FETと

しては問題ないが、n-FET として使用するときは高いシ

ョットキー障壁が問題となる[2]。これまで Pをドープし

た NiSi2 電極でのオーミック特性を調べてきた。本研究

では、n-Ge基板界面に Pを導入し、熱処理温度を変えた

ときの電気特性を測定し、接触抵抗を算出し温度依存性

を評価した。 

【実験方法】HF処理をした n-Ge(100)基板(Nd=4×1016 cm-

3)上に，スパッタ法を用いて金属を堆積した。具体的には

Ni3P(0.68nm)/Si(1.90nm)の順で堆積、その上で Ni(0.50 

nm)/Si(1.90 nm)の順で 7 回堆積したものである。裏面電

極として Alを蒸着し、N2雰囲気で 200～800 ℃、1分間

の熱処理を行い、接触抵抗評価のために Circular TLM法

を用いて電気特性を測定した。 

【実験結果】Fig.1に CTLMで測定した IV特性を示す。

Fig.2 にアニール温度と接触抵抗の関係を示す。Fig.1 で

は、300℃から 600℃までは安定したオーミック特性が見

られる。200℃では Pの活性化が不十分と考えられ、700℃

以上では XPSから NiGeが形成されていることがわかっ

ており、それが原因と考えられる。Fig.2 では、300℃か

ら 600℃において安定した接触抵抗が見られた。 
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Fig.1 Current-voltage characteristics of CTLM 
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Fig.2 Extracted contact resistance on annealing 
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